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Length(m) foutff;n L（叶I/m) C (nF/m) 
3.13 228.2 3.95 
1.14 






























































Trans Diode L1 
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図.6高繰り返しマルクス発生器の回路図
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図.7充電波形
以上、本年度の研究成果の要点を記述した。ビーム発生技術に関しては従来技術に比べて
はるかに高純度（～94%）のパルス窒素イオンビームを実現することができ、半導体のp型のド
ーパントとして機能するアルミニウムイオンビームの発生に成功した。また、さらなるビー
ム純度向上が期待できる両極性パルス加速器用の電源や繰り返し可能なマルクス電源を開発
し、産業応用に向けた技術の開発を行った。今後は、パルスイオンビームの最適化を行い、
半導体へのイオン注入効果の評価を目指した研究を行っていきたい。
。）プロジェクト成果
本プロジェクトにおいて、高繰り返しマルクス発生器とプラズマフォーカス装置を用いた
薄膜生成技術の 2件に関して発明届出書を大学の発明委員会に提出したが、学内での職務発
明として認定された。
(4）プロジェクト成果の応用・効果・構想
本研究の目的である半導体へのパルスイオン注入技術、および材料表面処理技術の実用化
に向けて高純度パルス重イオンビーム発生用の両極性ノ《ノレス電源と繰り返し運転可能な高エ
ネルギーの短パルス・高電圧のパルス電源（マルクス発生器）の開発に成功した。これらの電源
はある特定の分野での使用を考えていたので、他分野への応用を調査・検討するとともに、
パルス重イオンビーム発生装置に組み込み、高純度の大電流ノ《ルス重イオンビームの発生と
半導体へのイオン注入効果の評価を行っていきたい。また引き続き、各種材料の表面処理技
術へのパルス重イオンビームの応用に向けた研究も行っていきたい。
(5）利用施設
なし
